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摘 要

近幾年來氮化鎵化合物在光電業引起高度重視，而且廣泛地使用於藍光和綠光的發光二極體。但由於 氮的化學鈍性及鍵結

性強，所以必須以電漿系統來進行蝕刻，然而，離子轟擊卻會造成蝕刻表面受損， 可將其歸類為點缺陷及晶格失序。 在

本論文中，我們比較以-110V的自我偏壓來蝕刻N型氮化鎵，其接觸電阻將比-380V時蝕刻的試片低。 另一方面，我們提出

以活化處理來改善N型氮化鎵光性及電性的研究，將蝕刻後的N型氮化鎵分別進行了 500/550/600℃的活化製程，其在光激

發螢光強度上雖然無法完全回覆原有的強度，但卻明顯比剛蝕刻 後的強度高，而在550℃/40MIN的活化條件下，可得到

最低的接觸電阻及最高的光激發螢光強度。此外 ，蝕刻及活化過程在波長的量測上並不會有明顯的變化。最後，我們將活

化過程導入藍光發光二極體的 製造流程，發現其在壽命測試上光強度衰退率為-18.2%，而未活化處理的元件將高達-25.3%

。
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